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第 4 章では、ポリスチレンラテックス粒子 (PSL) を Si ウエハに散布した標準試料を作製し、計測した。その結果、
37 nm の微粒子まで感度良く計測できた。スペックルの散乱光強度をもとに、装置の検出限界は PSL 換算値で直径
30nm であることを示した。微粒子からの散乱光強度は、散乱理論で示される 6 乗則に従っていた。微小欠陥計測に
は、 P 偏光を用いる方が良いことを示した。


















(1) Si ウエハ上の付着微粒子や微小欠陥による散乱光は、その大きさの 6 乗に比例しており、一般的なレーリ散乱の
様相を示す。しかしながら、空中に置かれた粒子による散乱と異なり、 P 偏光による散乱光も観察され、その大きさ
は S 偏光の場合よりも大きくなることを見出し、計測には P 偏光を用いる方が有利であることを示している。このこ
とは理論計算の結果からも明らかにされている。さらに、溝状欠陥のスクラッチの場合には、散乱光強度はスクラッ
チサイズの 4乗に比例していることを理論計算で示している。










(4) Si ウエハ表面のマイクロラフネスに起因する光散乱は、 CCD 画面上でスペックルパターンとして観察され、スペ
ックルパターンの平均強度がマイクロラフネスの大きさに対応することを見出し、理論計算との比較により観測され




(5) 東北大、大見によって開発された TRTWC 洗浄の Si ウエハ表面からの散乱光強度を計測すると、洗浄直後は散乱






(7) CCD カメラで 6 インチウエハ全領域を計測するためには CCD の画素数と画素の大きさが障害となり、現在開発
されている CCD カメラでは高分解能で計測できないことを指摘している。この問題点の解決手法を考案し、高感度
フィルムを用いた計測により微小欠陥が検出で、きることを実証している。
以上のように、本論文は、 Si ウエハ表面欠陥の光散乱によるより高感度な表面評価技術を確立し、これまで解明が
不十分であった光の波長以下の超微小表面欠陥による散乱現象に関する多くの知見を与えており、光工学、半導体工
学に寄与するところが大きい。よって、本論文は博士論文として価値あるものと認める。
